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前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ１９４０３的一部分，等同采用国际电工委员会标准ＩＥＣ６０７４８１１１：１９９２《半导体器

件　集成电路　第１１部分：第１节：半导体集成电路　内部目检（不包括混合电路）》（英文版）。

由于ＩＥＣ６０７４８１１１标准原文中无图１、图２，为保证与国际标准的一致性，故本部分的图例从图３

开始。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由全国集成电路标准化分技术委员会归口。

本部分起草单位：信息产业部第四研究所。

本部分主要起草人：魏华、王静
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半导体器件　集成电路　第１１部分：

第１篇：半导体集成电路　内部目检

（不包括混合电路）

１　范围和目的

进行内部目检的目的是检验集成电路的内部材料、结构和工艺，验证与适用的规范要求的一致性。

通常应在封帽或密封之前对器件进行１００％内部目检，以发现可能导致器件在正常使用时失效的

内部缺陷并剔除相应器件。本试验也可按抽样方式在封帽之前使用，以确定承制方对半导体器件质量

控制和操作程序的有效性。

２　设备

试验设备包括：具有规定的放大倍率的光学设备；必须的目检判据（量规、图纸、照片等）以保证检验

效果和使操作人员对被检器件能否接收做出客观判断；为提高工作效率在检查期间固定器件且不引起

器件损伤的合适夹具。

３　程序

３．０　介绍

３．０．１　总则

在规定的放大倍率范围内按适当的观察顺序检验器件，以确定器件是否与本部分和适用的规范的

要求相一致。本试验方法的检验和判据适用于所有器件和工序。本试验方法给出了预定用于具体器

件、工艺或技术的判据。

对于如金属覆盖层、氧化物和扩散缺陷等目检较为困难的复杂器件的检验，可选择替代筛选程序代

替目检判据。这些可选择替代的筛选方法和程序在详细规范中规定。

要求适用于线宽在２μｍ以上的工艺技术。

３．０．２　检验顺序

本部分列出的检验顺序不是要求的检验顺序，制造厂可自行决定检验顺序。３．１．１．２、３．１．１．５、

３．１．１．７、３．１．２、３．１．７的条款（５）和（６）、３．１．８、３．１．９的条款（１）、（２）和（４）规定的目检判据可以在芯片

粘接前检验，而芯片粘接后不需要复查。３．１．６．２和３．１．６．３规定的目检判据可在键合前进行检验，键

合后无须重新检验。３．１．１．１和３．１．３规定的目检标准可以在芯片粘接前高倍检验，芯片粘接后采用

低倍复查。当采用倒装安装技术时，安装后无法检验的判据应在芯片安装前检验。任何未通过试验判

据的器件认为是有缺陷的器件，它们将在目检时被拒收并剔除。

３．０．３　空气洁净度等级

本部分空气洁净度分为两级。等级是基于单位体积内具有０．５μｍ及以上，或５．０μｍ及以上微粒

的最大允许数量，微粒尺寸表示为微粒表面最大线性尺寸或直径，在采用场地应采用下列微粒计数方法

之一：

（１）　０．５μｍ及以上微粒尺寸，设备应使用光散射原理。

（２）　５．０μｍ及以上微粒尺寸，通过气体样本的取样，微粒的显微数量收集在一个滤光镜上。

（３）可以使用其他监测方法和设备，只要证明准确度和可重复性等于上述所列方法。

手动的显微镜方法适用于监测３５００级的空气。微粒数量的提取应在工作场所附近的空气中，在工

１

犌犅／犜１９４０３．１—２００３／犐犈犆６０７４８１１１：１９９２




